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Області утворення скла в квазіпотрійних системах Cu2Se–GeSe2–As2Se3 (рис. 1 а), 
Cu2Se–SnSe2–As2Se3 (рис. 1 б) та Ag2Se–SnSe2–As2Se3 (рис. 1 г), визначені при 
загартуванні розплаву від 1073 K, зосереджені біля As2Se3 з досить широкими 
протяжностями всередину концентраційних трикутників. 
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Рис. 1. Області утворення скла в системах: а – Cu2Se–GeSe2–As2Se3 [1], б – Cu2Se–

SnSe2–As2Se3, в–Ag2Se–GeSe2–As2Se3 [2], г – Ag2Se–SnSe2–As2Se3. 

 

Області склоутворення в ґерманійвмісних системах (рис. 1 а, в) прилягають до 

сторони GeSe2–As2Se3 і повністю простягаються вздовж неї. У станумвмісних системах 

(рис. 1 б, г) така протяжність удвічі менша і зосереджена в куті As2Se3, через слабшу 

склоутворюючу здатність SnSe2.  
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При порівнянні проекцій поверхні ліквідусу квазіпотрійних систем Cu2Se–

Ge(Sn)Se2–As2Se3 та відповідних областей склоутворення (рис. 2 та рис. 3) можна 

зауважити, що області склоутворення поширюються у відповідні концентраційні 

трикутники вздовж моноваріантних кривих, які прямують до потрійних евтектичних 

точок, що обумовлюється так званим «законом евтектик».  
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Рис. 2. Система Cu2Se – GeSe2 – As2Se3: а – проекція поверхні ліквідуса,  

б – область склоутворення. 
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Рис. 3. Система Cu2Se – SnSe2 – As2Se3: а – проекція поверхні ліквідуса;   

б – область склоутворення. 
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